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ABSTRACT: 

The invention relates to a method of soldering assembled printed circuit 
boards in which a preliminary cleaning step is carried out in which the printed 
circuit boards are treated with a plasma produced from a process gas. Proposed 
as a process gas which makes it completely unnecessary to use fluxes in the 
central soldering step and thus carry out a secondary cleaning step is a gas 
mixture consisting of 0.5 to 10 % by volume of oxygen 20 to 80 % by volume of 
hydrogen, and 80 to 20 % by volume of CF4 
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@ Verfahren zum Verldten von Leiterplatten. 

® Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verloten 
von bestUckten Leiterplatten bei dem ein Vorreini- 
gungsschritt ausgefUhrt wird, bei dem die Leiterplat- 
ten mit einem aus einem Proze3gas erzeugten Plas- 
ma behandelt werden. Als ProzeBgas, das die An- 
wendung von FluBmitteIn im zentralen Lotschritt und 
somit die DurchfUhrung eines nachgeordneten Relni- 
gungsschrittes ganzlich UberfiUsslg macht, wird ein 
aus 

0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff, 
20 bis 80 Voi% Wasserstoff und 
80 bis 20 Vol% CF4 bestehendes Gasgemisch 
vorgeschlagen. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verio- 
ten von bestUckten Leiterplatten mit einem Vorrei- 
nrgungsschritt, bei dem die Leiterplatten mit einem 
aus einem Prozefigas erzeugten Plasma behandelt 
warden, wobei das ProzeBgas aus 0?, H2, N2O, 
Cl2. N2, Ar, FKW (Fluorkohlenwasserstoffen) oder 
FCKW (chlorierte Flurkohlenwasserstoffe) Oder 
Mischgasen davon bestehen kann. 

Der Einsatz von elektronischen Baueinheiten, 
die in Form von Leiterplatten mit einsteckbaren 
Oder oberflMchenmontierbaren elektronischen Bau- 
elementen (-Surface Mounted Devices = SMDs), 
die abschlieBend zu verloten sind, gestaltet wer- 
den, erfahrt einen standigen Zuwachs. Zur Herstel- 
lung dieser Baueinheiten ist die Leiterplatte mit 
entsprechenden Bauelementen zu bestucken. wo- 
bei diese auf Irgend eine Weise. z.B. mit einem 
Klebstoff, vorlaufig zu fixieren und - je nach Lot- 
prinzip - gegebenenfalls auch bereits mit einer 
Lotpaste oder Lot-preforms auf den L5tvorgang 
vorzubereiten sind. Der im AnschluB daran auszu- 
fUhrende Lotvorgang, bei dem die Verlotung der 
BauteilanschlUsse mit den Leiterbahnen der Leiter- 
platte zu bewtrken ist, erfolgt einerseits in be kann- 
ter und gSngiger Weise mit Wellenl&tanlagen, bei 
denen Lot durch eine oder mehrere, die Leiterplat- 
ten von unten beruhrenden Lotwelien auf entspre- 
chende Bereiche aufgebracht wird. Zum anderen 
ist bei mit Lotpaste oder Lot-preforms aufgebrach- 
ten Bauteilen lediglich ein Aufschmelzen des Lot- 
anteils der Paste oder der Lot-preforms zu bewir- 
ken (Reflowloten). 

In beiden Fallen sind allerdings fOr eine gute 
Qualitdt der Lotverbindung FluBmittel anzuwenden. 
Entweder werden diese im Faile der Wellenlotung 
vor dem eigentlichen Lotvorgang aufgebracht oder 
es enthSIt die angewendete Lotpaste oder Lot- 
preform sowohl Lot als auch FluBmittel Die FluB- 
mittel dienen dem L5tproze6 vor allem insofem, als 
sie die die LQtung beeintrMchtigende Metalloxid- 
schicht auf dem Werkstuck zerstoren sowie eine 
Oxidation der beteiligten Metalle beim L5tvorgang 
verhindern. Zudem wird die OberflMchenspannung 
des verflOssigten Lots vermindert. FluBmittel sind 
also multifunktionat und dementsprechend aus ei- 
ner Vielzahl von Substanzen zusammengesetzt. 
Nach dem Lotvorgang verblelben jedoch RQckstan- 
de der FluBmittel auf den Leiterplatten, die zu 
nachteiligen Konsequenzen fUhren. Dazu gehoren 
die Verringerung des Isolationswiderstandes zwi- 
schen auf der Leiterplatte beflndlichen Leiterbah- 
nen Oder die vorschnelle Korrosion der Leiterbah- 
nen. Deshalb sind die FluBmittelrUckstande zu ent- 
femen. Dies wird bekanntermaBen durch eine Rei- 
nigungsbehandlung der Platten mit FCKWs Oder 
CKWs nach dem Lotvorgang erreicht. Die Anwen- 
dung der eben genannten und in bekannter Weise 
umweltschadigenden Stoffe - FCKW-Ozon-Proble- 



matik - soli jedoch heute minimiert oder gSnzlich 
vermieden werden. 

In einer neueren Vorgehensweise gemaB der 
DE-PS 39 36 955 wird die Notwendigkeit der die 
5 Nachreinigung verursachenden FluBmitteIn dadurch 
herabgesetzt. daB der Verlotung der Platinen eine 
Niederdruck-Plasma-Behandlung derselben vorge- 
schaltet wird.wobei das Plasma aus einem ProzeB- 
gas z.B.unter Mikrowellenanwendung erzeugt wird . 

70 Als ProzeBgase sind gemSB der besagten DE-PS 
O2. H2, CI2. N2O. N2, Ar, FKW Oder FCKW oder 
Kombinationen dieser Stoffe vorgeschlagen. Durch 
die Behandlung mit einem derartigen Plasma wer- 
den der DE-PS zufolge die Oxide an der Leiterplat- 

75 tenoberflache und insbesondere an den L5tstellen 
abgetragen und somit die Verl5teigenschaft der 
FUgeparteien verbessert. Dieser Plasmabehandlung 
nachfolgend ist dann der Lotvorgang auszufUhren, 
wobei abschlieBend die naBchemische Nachreini- 

20 gung der Leiterplatten unterbleiben kann. 

Es hat stch jedoch gezeigt. daB bei dem Ver- 
fahren gemMB der DE-PS und insbesondere mit der 
dort angegebenen ProzeBgasmischung mit etwa 83 
Vol% CF* und 17 Vol% O2 kein vollstandiger Ver- 

25 zicht auf FluBmittel bzw. Shnlich wirkende Hilfsstof- 
fe und demzufolge auf eine entsprechende Nach- 
reinigung moglich ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein ProzeBgas zur Anwendung bei einer Plas- 

30 mavorbehandlung in einem Lotverfahren anzuge- 
ben, welches eine anschlieBende Lotung ohne den 
Einsatz von RuBmitteIn oder ahnlich wirkenden 
Hilfsstoffen ermoglicht und welches somit eine 
Nachreinigung der Leiterplatten von FluBmittelrUck- 

35 stSnden ganzlich uberflussig macht. 

Diese Aufgabe wird mit einem ProzeBgas ge- 
l(5st. das aus 

0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff, 

20 bis 80 Vol% Wasserstoff und aus 

40 80 bis 20 Vol% CF4 besteht. 

Als besonders effizient hat sich ein Vorreinigungs- 
schritt ergeben, bei dem als ProzeBgas ein Gasge- 
misch aus 

2 bis 6 Vol% Sauerstoff, 

45 45 bis 55 Vol% Wasserstoff und 

40 bis 50 Vol% CF4 verwendet wird. 
Mit den erfindungsgemaBen Qasgemischen als 
ProzeBgas wird nun tatsachlich der vollstSndige 
Verzicht auf FluBmittel beim Lotvorgang unter Er- 

50 haltung eines hochwertiges L6tergebnis ermoglicht. 
Die vorgeschlagenen Gasmischungen beruhen auf 
einer sehr gezielten Auswahl von Gaskomponenten, 
wobei die Wirkung dahingehend sein muBte. daB 
diese Gasmischung insbesondere im Plasmazu- 

55 stand sowohl eine Oxidationswirkung als auch eine 
Reduktionswirkung besitzt. Eben geschilderte Ziel- 
setzung beruht auf der Erkenntnis. daB bei betref- 
fenden LotvorgSngen einerseits auf der Oberflache 
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der Leiterplatte sitzende, adsorptiv gebundene oxi- 
dierbare Substanzen. z.B. Fette und die, entfernt 
werden mOssen und andererseits auch die immer 
vorhandene, beim Lotvorgang storende Metalloxid- 
OberflMchenschicht zu beseitigen ist. Diese Aufga- 
ben werden ansonsten durch die zugegebenen 
FluOmittel getost. Erfindungsgema3 gelingt es aber, 
dies, durch die gezielt zu einen Plasmagas kombi- 
nierten Stoffe Sauerstoff, Wasserstoff und Tetraflu- 
orkohlenstoff, in Form einer Plasmavorbehandlung 
zu bewerkstelligen. 

Ein wirksamer und vorteilhafter Plasma-Vorbe- 
handlungsschrltt mit dem erfindungsgemaSen Pro- 
zeSgas ist ferner dadurch gekennzeichnet, daB er 
bei einem Druck von weniger a!s 200 nnbar, vor- 
zugswetse 0.5 bis 50 mbar. einer Anregungslei- 
stung einer Mikrowellenqueite von 200 bis 600 
Watt und/oder einer Erregerspannung einer Glim- 
mentladung von 200 bis 1000 V, einer Temperatur 
von 50 bis 200 • C und mit einer Dauer von 30 s 
bis 5 min durchgefuhrt wird. 

Ein Ldtablauf insgesamt kann im Qbrigen z.B. 
in der Weise erfolgen, wie dies in der bereits 
genannten DE-PS 3936 955 geschildert ist. Prinzi- 
pieli ist der erfindungsgemMSe Vorbehandlungs- 
schritt selbstverstandlich in vielen gSngigen Lotver- 
fahren anwendbar. 

Patentansprliche 

1. Verfahren zum Verloten von bestuckten Leiter- 
platten bei dem ein Vorreinigungsschritt ausge- 
fUhrt wird , bei dem die Leiterplatten mit einem 
aus einem ProzeBgas erzeugten Plasma be- 
handelt werden, wobei das ProzeBgas aus Oa, 
H2. N2O, CI2, N2. Ar, FKW oder FCKW Oder 
ly^ischungen davon bestehen kann.dadurch 
gekennzeichnet, daB als ProzeBgas ein aus 

0.5 bis 10 Vol% Sauerstoff, 
20 bis 80 Vol% Wasserstoff und 
80 bis 20 Vol% CF* bestehendes Gasge- 
misch verwendet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als ProzeBgas ein Gasgemisch 
aus 

2 bis 6 Vol% Sauerstoff, 

45 bis 55 Voi% Wasserstoff und 

40 bis 50 Vol% CF4 verwendet wird. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Plasmavor- 
behandlung bei einem Druck von weniger als 
200 mbar, vorzugsweise 0.5 bis 50 mbar, einer 
Anregungsleistung einer Mikrowellenquelle von 
200 bis 600 Watt und/oder einer Erregerspan- 
nung einer Giimmentfadung von 200 bis 1000 
V, einer Temperatur von 50 bis 200 *C und 



mit einer Dauer von 30 s bis 5 min durchge- 
fOhrt wird. 

4. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 
6 dadurch gekennzeichnet. daB das ProzeBgas 

als fertiges Gasgemisch in SpeicherbehSiltern 
bereitgestellt wird. 
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